OEM: Texas Instruments Transistor 2S304 Datasheet

Silicon PNP Transistor

2S304

15V / 100mA / 300mW

DATASHEET

OEM - Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: Texas Instruments Transistor 2S304 Datasheet

: . . 25301, 25302, 25303, 25304, 25305

Silizium-PNP-Legierungstransistoren

Die Texas-Instruments-Typen 25301, 25302, 25303, 25304, 25305 sind Silizium-
PNP-Legierungs-Transistoren mit kleinen Reststrémen, eng begrenzten Strom-
verstarkungsbereichen, kleinen Sattigungsspannungen und groBem Temperatur-
bereich. Die Typen 25301 und 25305 sind speziell auf hohe Kollektorspannung
selektiert, wihrend die Typen 25303 und 25304 auf hohe Grenzfrequenz und kleine
Rauschzahl ausgesucht sind.

Mechanische Daten
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Absolute Grenzwerte

253 25302 25303 25304 @ 25306

Kollekior-Basis-Spannung —80Y —40V —2BYV —15V —12BY
{Baszis-Schaltung)

Kollektor-Emitter-Spannung —80V —40V —2BV —15V —128Y
{Emltter-Schaltung)

Emitter-Basis-Sperrspannung —30V —20V —20V —15V —50V

Koellektordauerstrom
Kellektorspitzenstrom
Verlustleistung
Umgebungstemperatur

A= —100 mA ==

= —150 mA —»

= 300 MW =
= —55 his+200° C —
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Elektrische Grenzwerte bel Ty = 25 °C

Parameter Prifbedingungen Type min  typ max Einh.
hgie HurzschluB-Stromverstirkung Uce=—6V, Ilg=—1mA, 252 10 18 40
f=1EkHz 25302 15 20 50
25308 95 a5 T8
25304 45 76 120
25305 10 15 30
loro Kollektor-Basis-Reststrom (1} Uep = -0V, Ilg=10 alle —1 —100 =Y
lopo Kollektor-Basis-Reststrom (2) Ig =0 alle 10 179
25301 —Ugg = —80 WV
25302 —Upgp = —40 W
25303 —Ugp = —25 V
25304 —=Lllpp = =15V
25305 —Ucg = —125 V
IcEo Kollektor-Emitter-Reststrom m=0 alle 10 17

25301 —Ueg = —80 W
25302 —Ucg = —40 V
25308 —Llpg = —25 V
253 —Upgg = =15V
25305 —Upgg = —185 V
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Elekirische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)
Parameter Priffbedingungen Typ min  typ  max Einh.
Igpo Emitter-Basis-Reststrom Ugp = =10V, lg=10 alle —1 —100 na
leBo Kollektor-Basis-Reststrom (3) Uep=-=10V, Ig=10, alle —0,25 =50 1)
Ty = 4100°C
hyg Statische Stromverstirkung Upg = =5, lg=—10mA 253 10 15 45
in Emitterschaltung 25302 15 25 &0
25308 25 a5 BS
25304 45 75 180
23305 10 15 45
Upg Basis-Emitter-Spannung Upg = —5Y, lg=—10maA 253N —05 =065 =073 WV
25302 0,5 0,65 —080 V
25303 2 —05 —063 —080 WV
25304 —05 -—060 —0B5 V
25306 =05 =068 —075 V
Ucgsany Follektor-Emitter- lg = =10 mA, |p==15mA 2330 —100 —150 my
Sattigungsspannung 25302 —100 —150 mYy
25303 =10 —150 my
25304 —60  —150 my
5305 —100 —150 mWy
ha1e KurzschluB-Stromverstérkung Ugg = —6V, lg=—1mA, 253m 8 14
Ty = —B5°C, [ =1kHz 25302 12 16
25308 20 o8
25304 a5 60
25306 8 12
hate KurzschliuB-Stromverstarkung Ucg =—=6Y, lo= —100pa, 25301 5 & 24
f=1kHz 5302 T 1 30
25303 12 19 45
25304 20 k) 75
25305 5 B 24
rbb* Basis-Bahn-Widerstand Urp=—8Y, Ilg=—1,0mA 53 200 300 Q
25302 200 300 Q
25303 00 350 Q
25304 50 450 =]
25305 200 300 Q
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. |
Elekirische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegaben)
Parameter Prifbedingungen Tvp min  typ max Einh.
fr Transitfrequenz Upg ==6V, Ig=—1mA, 25301 025 07 MHz
f= 0,3 MHz 2532 035 08 MHz
25303 0685 1,25 MHz
2534 1.0 3.5 MHz
2535 03 07 MHz
Cso Follekior-Basis-Kapazitat Ucp=—6V, Ig=10 alle 40 70 pF
F Rauschfaktor Ucg =—20V, lg=—0,5ma, 2531 6 12 dB
Rg =500 2, f=1kHz, 25302 8 20 dB
Af = 1 Hz 25303 5 10 dB
25304 5 10 dB
05305 L] 12 dB
hiie KurzschluB-Eingangs- Ugg = —-6BY, Ilg=—1mA, 253 400 525 800 Q
impedanz f=1kHz 25302 60O 800 1100 2
25303 a50 1500 2100 Q
05304 2000 3250 5000 Q
25305 400 525 8OO )
hzae Leerlauf-Ausgangs- Ugg==6V., lg==1mA, 25301 10 13 30 WS
admittanz f=1kHz 25302 14 17 35 us
253G 20 29 55 n3
25304 50 78 100 n3
25305 10 13 a0 Th
hize Leerlauf-Spannungs- Ucg =—6V, Ig=—1mA, 25301 2 4 5 10
Ruckwirkung f=1kHz 25302 2,7 5 ®10
25303 43 65 ® 104
25304 8.4 15 ® 10
25306 2 4 ®AQ %
Rig-g Thermischer Widerstand alla 0,21 *CfmW

Sparrschichl-Gehiuze
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Typische Ausgangskennlinienfelder
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Typlsche Ubertragungscharakteristik in Emitterschaltung
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Typische Anderung von hye mit der Temperatur
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Typische Anderung von haie mit der Temperatur
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Typlsche Anderung von hyg mit dem Kollektorstrom
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